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近年、次世代ディスプレイの光源としてマイクロ LED が注目を浴びている。開発されてい

るマイクロ LED ディスプレイの多くは、リン系赤色 LED と窒化物半導体 LED の組合せであ

り、コスト面で問題を抱えている。高効率な窒化物半導体赤色 LED の開発は、モノリシック

RGB マイクロ LED ディスプレイ実現において非常に重要な位置付けとなる。 

マイクロ LED は高解像度の AR や VR 用ディスプレイへの応用が期待されるが、LED 素子

サイズを数 µm から数十 µm スケールまでの微細化が求められる。マイクロ LED は素子サイ

ズの縮小に伴って、その発光効率の低下が知られている[1]。しかしながら、窒化物半導体 LED

の発光効率は素子の縮小化に伴う低下がリン系材料ほど顕著ではない。そのため、赤色マイ

クロ LED は青色や緑色と同様に窒化物半導体材料が期待されている。赤色発光は青色や緑色

と同様、発光層に InGaN を用いることで得られる。しかしながら、InGaN 発光層の低温成長、

格子不整合、内部電界などが原因で、高効率発光素子の作製は非常に困難である。 

我々はこれまでに独自の結晶成長技術を用いることで InGaN系赤色 LEDの高効率化を行っ

てきた。LED の層構造およびその作製には、マイクロフローMOVPE 技術[2]、AlN/AlGaN 歪

補償障壁層[3]、ハイブリッド MQW 構造[4]を採用することで、長波長化と結晶の高品質化を

実現することができる。本研究では発光波長 665 nm (FWHM 67 nm)、出力 0.07 mW, 外部量子

効率 0.19％を実現した[5]。動作電圧は 20 mA 時において 2.5 V 以下を示し、従来の青色 LED

よりも低い動作電圧が期待できる。 

本講演では、実証した赤色 LED の技術的な詳細および最近の高効率デバイスの研究成果も

含めて紹介する。 
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